附件：

招标项目设备名称、数量、主要技术要求及其他要求

	分包
	仪器设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	主要配置或技术参数

	1
	露点传感器加工试验
	
	次
	1
	详见表后内容


主要配置或技术参数：（标注“★”为核心指标，系必须满足项，否则，按废标处理。）

1、露点传感器加工
所有芯片加工设备在同一条工艺线上，完成一次露点传感器芯片的加工，并满足下列芯片加工参数要求：
步进光刻分辨率：0.35μm

步进光刻Overlay accuracy：<75nm
RIE刻蚀温度:25度，侧壁垂直度：85度。 关键尺寸偏差<0.1um，

RIE刻蚀工艺气体：He，SF6, CHF3, O2， 功率：0-600W
激光划片切割深度： 20μm±10% 

激光划片切割宽度： 5.0μm

激光划片样品大小： 100 mm×100 mm 

激光划片分辨率： 0.1μm 

激光划片水平精度： 1.0μm 

激光划片切割精度： 1.5μm(50mm),＜ 5μm(100mm) 

激光划片重复精度：1μm
电子束蒸发：真空 至4.8E-6Torr约30分钟

电子束蒸发速率: 0.1A/s-20A/s可调
磁控溅射样品尺寸：一片六英寸衬底、或1片四英寸，向下兼容。

磁控溅射电源：配备射频（0-1kw）和直流（0-3kw）各一套。

磁控溅射真空配置：机械泵+分子泵

磁控溅射极限真空：1.8E-7mbar

磁控溅射基片温度：室温，连续淀积累积温度可达200℃

磁控溅射阴极5个靶位，靶材尺寸8英寸。

磁控溅射淀积材料：Al、Au、Cu、Cr、Ti、TiW
离子注入能量：10keV～1MeV（单价离子）；

离子注入剂量：1E11～1E17 ions/cm2；

离子注入角度：±11°；

离子注入样品尺寸：6英寸（向下兼容），最大同时可装17片；

离子注入元素：可进行硼、磷、氟、铝、氮、氩等离子注入。
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